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Figure 8  shows  the Raman  spectra  collected  from  three NWs under  the  same measurement 
conditions  (see  methods  in  the  manuscript).  For  each  NW,  we  compare  the  Raman  signal 
collected at the NN and at the NW base. 
 
Figure 8. Raman spectra of three different NWs collected at the NW bottoms (black) and 
at the NN (red). The spectra are normalized with respect to the LO peak in order to ease 
up the observation of the peak broadening and downshift.  
